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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

分子の振動準位と空間に閉じ込められ増強された光との相互作用である振動強結
合(SVC)を観測するための素子を開発するために、東京大学ARIMの設備を利用して
金層の周期的な凸凹構造を作製することを試みた。凸凹構造の作製には超高速大面
積電子線描画装置を使用し、観察には高精細電子顕微鏡を使用して観察した。その
結果、金層の表面を削り取った構造は観測されたが、凸凹が直角にできたわけでは
なく、山なりに削れた構造が観測された。

実験
Experimental

Fig. 1 に製造過程を示す。まず、シリコン基板上に金層を、東京大学ARIM川崎ブラ
ンチスパッタリング装置(CFS-4EP-LL)を用いて成膜し、その上にHSQレジストを塗
布した。その後、超高速大面積電子線描画装置(F7000S-VD02)を用いて凸凹の周期
的な構造を描画し、現像した。その後、汎用ICPエッチング装置(CE-300I)を用いて
アルゴンで現像後の二酸化ケイ素が金層に載っている構造を上から削り取り、高精
細電子顕微鏡(Regulus 8230)を用いて観察した。

結果と考察
Results and Discussion

Fig. 2に製造した格子構造のSEM画像を示す。Fig. 2(a)では作製したチップの一つ
を上から観察した。周期構造は観察できるが、直角に製造された際に起こる、凸凹
の側面からの電子の強い反射が観察されなかったため、作製は不十分であると考え
られる。Fig. 2(b)では作製したチップの一つを割り、観察したところ、周期的な構
造が確認できた。断面から凸凹構造の厚さを測定しようとしたが、断面の形状から
その厚さを測定するのは難しく、また、作製されたものは直角の凸凹構造ではなく、
裾が広がった構造となっていた。また、周期的に現れる黒い太線はレジストの残り
であると考えられ、これは、現像とエッチングの段階でレジストの除去が不十分で
あった可能性がある。
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Fig. 1 Schematic diagram illustrating the fabrication process.
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Fig. 2 Gold lattice. (a) Top-view SEM image of the gold lattice. (b) Cross-
sectional SEM image of the gold lattice.
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